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Kierunek studiow

Nanotechnologia

Data rozpoczecia studiow  |luty 2025r. Rok akademicki realizacji 2025/2026
przedmiotu

Poziom ksztatcenia Il stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ specjalnosciowych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiéw stacjonarne Sposdb realizacji na uczelni

Rok studiow 1 Jezyk wyktadowy polski

Semestr studiow 2 Liczba punktow ECTS 4.0

Profil ksztatcenia ogdlnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadzaca

Wydziaty Politechniki Gdanskiej -> Wydziat Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej -> Instytut
Nanotechnologii i Inzynierii Materiatowej -> Zaktad Fizyki Nanomateriatow

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcdow)

Odpowiedzialny za przedmiot

prof. dr hab. inz. Wojciech Sadowski

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

Formy zaje¢

Forma zaje¢ Wyktad

Cwiczenia  |Laboratorium

Projekt

Seminarium |RAZEM

30.0

Liczba godzin zaje¢

0.0 15.0 15.0

0.0

W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0

Dodatkowe informacje:

Zajecia dydaktyczne prowadzone w Instytucie Wysokich Cisnien PAN w Warszawie - prof. Czestaw

Skierbiszewski.

Aktywnos$c¢ studenta
i liczba godzin pracy

Aktywnos¢ studenta |Udziat w zajeciach Udziat w Praca wlasna RAZEM
dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy |60 5.0 35.0 100
studenta

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentow z podstawami fizyki potprzewodnikéw i omowienie gtéwnych
wiasnosci fizycznych tej grupy materiatow.

Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposoéb weryfikacji i oceny efektu

[K7_WO03] ma wiedzeg o aktualnych
kierunkach rozwoju i najnowszych
odkryciach w zakresie fizyki,
chemii, technologii i zastosowan
nanostruktur.

Student ma wiedze o aktualnych
kierunkach rozwoju i najnowszych
odkryciach w zakresie fizyki,
chemii, technologii i zastosowan
nanostruktur.

[SW1] Assessment of factual
knowledge

[K7_U07] potrafi zastosowac
zdobytg wiedze specjalistyczng do
zagadnien z obszaru innych nauk
Scistych, nauk przyrodniczych lub
technicznych.

Student potrafi zastosowac
zdobyta wiedze specjalistyczng do
zagadnien z obszaru innych nauk
Scistych, nauk przyrodniczych lub
technicznych.

[SU3] Assessment of ability to
use knowledge gained from the
subject
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Tresci przedmiotu

Treéci przedmiotu - wyktad

Wyktad:

Podstawy teorii pasmowej potprzewodnikow.

Statystyka elektronéw i dziur w pétprzewodnikach.

Zjawiska kinetyczne w pétprzewodnikach.

Zigcza metal-potprzewodnik, potprzewodnik- potprzewodnik.
Zjawiska powierzchniowe w pétprzewodnikach.

Wiasnosci optyczne potprzewodnikow.

Tresci przedmiotu - laboratoria

Laboratorium:

Charakterystyka I-U ztgcza P-N

Diody w uktadach prostowniczych

Wplyw temperatury na potprzewodniki oraz na ztgcze P-N

Wptyw oswietlenia na pdtprzewodniki oraz na ztgcze P-N
Tranzystor bipolarny w uktadzie wzmacniacza matej czestotliwosci.

Tresci przedmiotu - projekt

Projekt:

Potprzewodnikowe elementy przetgczajgce
Zastosowania tyrystorow

Detektory $wiatta

Spektralne zrédet Swiatta (LED)

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Zaliczenie wszystkich przedmiotéw 1 semestru Il stopnia na kierunku Fizyka techniczna, Nanotechnologia
lub Inzynieria materiatowa.

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektow uczenia sie

Sposoéb oceniania (sktadowe) Prég zaliczeniowy Sktadowa oceny koncowej
Przygotowgnie projektu z 100.0% 20.0%
opracowaniem pisemnym.
Udziat w laboratoriach 100.0% 30.0%
Egzamin tresci wyktadu 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur W.L. Boncz-Brujewicz S.G. Kalasznikow. Fizyka pétprzewodnikow.
PWN 1985,

Introduction to Solid State Physics Charles Kittel, 2005 John Wiley &
Sons, Inc.

A Peter Y. Yu, Manuel Cardona Fundamentals of Semiconductors.
Physics and Materials Properties.Safa Kasap, Peter Capper (Eds.).
Springer International Publishing AG 2017

Uzupetniajgca lista lektur Physics of Semiconductor Devices. Author(s):S.M. Sze, Kwok K. Ng.

2007 John Wiley & Sons, Inc.

Semiconductor Material and Device Characterization. Wiley-IEEE
Press, 2005

Adresy eZasobdw

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Podstawowe elementy teorii pasmowej pétprzewodnikow.
Statystyka elektronéw i dziur w pétprzewodnikach.

Opisac¢ zjawiska kinetyczne w poétprzewodnikach.

Zigcza metal-potprzewodnik, potprzewodnik- potprzewodnik.
Zjawiska powierzchniowe w pétprzewodnikach.

Wiasnosci optyczne potprzewodnikow.

Zajecia praktyczne
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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